Dinamica molecular de tungsteno
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Un ion de deuterio con energia E/(0) = FE pierde energia a una tasa
1. Resumen S(FE). Distancia necesaria para que un ion de deuterio con energia inicial o0

E(0) = Ey quede con energia 10 eV (x19) o 1 eV (x1):

= Reactores nucleares (ITER) — radiacion en las paredes.
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Figura 8: Temperatura en funcion del tiempo de exposicion para di-
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Figura 1: Imagen STM: Superficie de tungsteno irradia- ®: J = 1,00 x 102 m~2 s (60 eV).

da con deuterio, usando nuestro plasma focus PF400J

(CCHEN) 1, 2]

Hemos construido un modelo [3] que permite predecir la fraccion de defec-
tos en funcion del tiempo de exposicion, ¢, y el flujo de energia por unidad
de area por unidad de tiempo, @),

Displaced particles: 48

Figura 4: lones de baja energia son detenidos en la superficie. Son también <$>t,Q,/3 1 f@ (1 — exp(—t(1 + Q))) T $eq(5)a (2)
el estado final de iones de alta energia.
y encontramos que existe un tiempo de exposicion 6ptimo que permite
g obtener la maxima fraccién de defectos para un factor de dafio ' dado,
s como mostramos en la Figura 9.
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Figura 2: Irradiacién de tungsteno (azul) con dtomos de Figura 5: lones de alta energia recorren largas distancias (~nm) en el cris- =
deuterio (rojo) generan vacancias al deplazar atomos (blan- tal de tungsteno, dejando considerable dano en el material, como clusters 0003
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T 3. Analisis
ATl/?

comparable al de grandes reactores, usando poca energia.

Figura 9: Fraccion de defectos en funcion del tiempo de expo-
sicion para distintos factores de dano, F'.

= Fusion (melting) local del material.

' — o, 4. Conclusiones
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Deuterio en tungsteno pierde energia a una tasa dada por

Figura 6: Vacancias e intersticiales formados en el cristal de tungteno, en
dE funcion del tiempo. Flujo de iones de deuterio de 33 keV: 1 particula por @ @
S(E) = ——— (1) 100 nm” cada 6 fs (Q = 8,81 x 10° MW /cm?). O

donde x es la distancia recorrida en el material. @ @ @
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